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１．概要（Summary） 

 単層カーボンナノチューブ(CNT)は高いキャリア移動度

を持ち，電界効果トランジスタ(FET)への応用が期待され

る．単層 CNT-FET は大気中で酸素や水の影響により p

型伝導を示すが，n 型伝導への変換も必要とされる．本研

究では，単層 CNT 合成における炭素源に窒素含有分

子を添加することで窒素ドープされた単層 CNT を合

成し，それを用いて FET の作製・評価を行う． 

 

２．実験（Experimental） 

利用した主な装置： 

高速大面積電子線描画装置 

マスク・ウェーハ自動現像装置群 

光リソグラフィ装置 

形状・膜厚・電気・機械特性評価装置群 

クリーンドラフト潤沢超純水付 

水晶基板に金属触媒をパターニングし，アルコール

化学気相成長法により単層 CNT を合成した．ここで

炭素源のエタノールに窒素含有分子であるアセトニ

トリルを添加することで，窒素ドープ単層 CNT を合

成した．また，合成された単層 CNT をシリコン基板

上に転写し，電界効果トランジスタ(FET)を作製した．

電子線リソグラフィ装置によりフォトマスクを作製

し，フォトリソグラフィによりソース・ドレイン電極

を形成した．半導体パラメータアナライザにより電気

特性を測定した．走査型電子顕微鏡，ラマン分光法等

により分析を行った． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 窒素含有分子を添加して合成した単層 CNT の 

SEM 像を Fig.1 に示す．ラマンスペクトルから，直径 

の小さい単層 CNT が合成されたことが確認された．

FET を作製し，測定を行ったが，明確な n 型特性は現

在のところ確認できていない．単層 CNT 中での窒素

原子の配置を分析する必要がある． 
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研究プログラム）の助成を受けた． 
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Fig.1 SEM image of horizontally aligned single-walled CNTs 


